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Memoria

La memoria principal es la unidad de almacenamiento central de una
computadora. Se utiliza para almacenar programas y datos durante la
operacion de la computadora.

Flip-Flop: Unidad Muchos Flip-Flop D conectados: MEMORIA

basica de informacion.
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MEMORIAS

@ CONCEPTO
= TIPOS DE MEMORIA
» RAM
= ROM
VEHIP GENERICO DE MEMORIA

“ TIPOS DE CELDAS DE MEMORIA
= DINAMICAS = DRAM
= ESTATICAS = SRAM
= DISENO INTERNO DE LAS MEMORIAS
= DINAMICAS = DRAM
= ESTATICAS = SRAM
= CONTRUCCION DE ARREGLOS DE MEMORIA




Memorias: Tipos de Memorias

= RAM

Random Access Memory

Almacena los programas y datos que procesara
el equipo.

En ella se puede escribir, se pueden modificar
los datos grabados, se pueden borrar datos.

Tienen mucha capacidad de almacenamiento.
Mayor velocidad de lectura de datos.

Si se corta la energia eléctrica pierde todos los
datos presentes en ella.

= ROM

Read-Only Memory

Guarda programas en forma permanente
necesarios para el correcto funcionamiento de un
equipo.

No se puede escribir en ella.
Vienen grabadas de fabrica.
No tiene usos variados.

Son pequenas.

Indispensable para el correcto funcionamiento
de un equipo informatico.




Memoria a Nivel de Bloque

ENTRADA de
DATOS

Ll’r:jeas ‘ Memoria - Lineas de
€ CONTROL
IRECCIONAMIENTO NxM

SALIDA de
DATOS




La memoria en el sistema

BUS DE DIRECCIONES

- e

BUS DE DAT®S

BUS DE CONTROL




Memoria a Nivel de Bloque

L I | I Input (Entrada)
2 "1 70
Output (Salida)
‘ ‘ | A Adress (Direccion)
Cs Seleccién de Chip
R/W! Read/Write
Memoria s ' (Lectura/Escritura)
NxM R/W! OE Output Enable
(habilitacién de salida)
OE

K Contiene N = 2™1

palabras, de m+1 bits
cada una




Lectura y Escritura

1110001101001101
N L I, I,

m "m-1
1110001101001101

1110001101001101

0,0, ... 0,0,0,
1110001101001101

p

CS
R/W!
OE

CS=1
R/W!=0
OE=0

A An-l A1 AO = 00...0000 abajo

n

CS=1
R/W!=1
OE=1

A A, ...A Ay=11...1111 arriba

n




EJEMPLO 1

Para los siguientes bloques de memoria, indique su nombre, y diga cual es su capacidad de
almacenamiento:

L1, 1 I, Llg o |y L Ly wen Iy
G G G
A, A An __

A, Memaoria Riwi  Aw—  Memoria ot A —] Memoria o
A ! /W! R/W!
1 ?2X? OE ?2X? OE e — ?2X? OE

A/ — — A, —
\ fo G S S

0, 0, 0, O, O, O ... O, Oy Oy ... Oy




Capacidad de la Memoria: Unidades de Medidas

20 =1B| 20 =1024 8B =1KB 220 =1MB 230 =1GB
21 =2B| 24" =2048 B =2 KB 221 =2 MB 231 =2GB
22 =4B| 212 =4096 B =4 KB 222 =4 MB 232 =4 GB
23 =8B| 213 =81928B =8 KB 223 =8 MB 233 =8GB
24 =16B| 24 =16536B =16KB 224 =16 MB 234  =16GB i 80
25 =32B| 2 =32768B =32KB 225 =32 MB 235 =32GB
26 =64B| 2 =65536B =64KB 226 =64 MB 236  =64GB
27 =128B| 2Y =131072B =128KB 2?27 =128 MB 237 =128GB 70
28 =256B| 28 =262144B =256KB 228 =256 MB 238 =256 GB
29 =512B| 219 =524288B =512KB 22 =512 MB 239 =512GB o0
50
0 10 0 X g
B KB MB GB T8 PB EB i YT




EJEMPLO 1

= Para los siguientes bloques de memoria, indique su nombre, y diga cudl es su capacidad de
almacenamiento:

I, 1, 1, 1, [ PR S Jiz D o0 g
G G G
s A — s A0 — cs
Memoria Riw! A — Memoria RJW! A — Memoria RJW!
?2X? OE ?2X? OE — ?2X? OE
A, — A, —

Memoria 16 Bx 4 Memoria 64 KB x 8 Memoria 2 MB x 16

Tiene 16 palabras Tiene 65.536 palabras Tiene 2.097.152 palabras
de 4 bits cada una de 8 bits cada una de 16 bits cada una



Diseiio de Memorias: Tipos de celdas

= DINAMICAS

linea de escritura

linea de lectura

entrada de datos -T-T

B |

salida de datos
T2

control de refresco |

CLK—

= ESTATICAS
PRS
( I N
Q,
Flip-Flop m
D _ 0 0
% 11
" J

I
CLR
NO modifica

el dato




Memorias dinamicas: Celda de Memoria Dinamica

1 1

linea de escritura linea de lectura

13

salida de datos x
T1
x entrada de datos F T

T

control de refresc-:-|

Dispositivo A: Amplificador de refresco




Memorias dinamicas: bisefio interno de una DRAM 2x2

1 o
=

E

E L

L
_ Celda _ Celda B |
dinamica dinamica
A o—
° ‘R R
i E E L

L

- Celda Celda
dinamica dinamica
R R

DCDX
1x2

0252.J9Y 9p [043U0D)



Memorias esta'tica|s: Disefio intern|o de una SRAM 4x2

m—
I
|8




EJERCICIO 2

Configure una memoria PROM de modo que actue como un conversor de cédigo de BCO
Natural a BCO Johnson. Dibuje el esquema resultante.

Las variables de

MARILELLLE entrada seran las

X Y 2Z .
una memoria lineas de direccion.
0 de8 p.alabras Las salidas, el
< GGG contenido de la
1 una memoria
1 J; J, I Jp
0
0 Para direccionar | | I I
8 palabras, e
! necesitamos 3 X=A, — PROM o
1 lineas de Y=A,— 8 x4 A :
direccionamiento Z=A,—
"
PALABRAS | ] | |
i O; O, O, O,
DIRECCIONES | | (contenido)




EJERCICIO 2

Configure una memoria PROM de modo que actue como un conversor del cédigo BCO
Natural a BCO Johnson. Dibuje el esquema resultante.

000
J; J, J; Jg 001 AN
N oo
_ S — /| o11 N N \
»-2—|  PROM R/W! o X ——
S 8x4 OE - 1001 \ \ \| N
- 0
. ’ —| 101N NS
BN 110 NS
03 02 Ol OO 111 \

Memoria PROM de 8 x 4
Significa que tiene 8 palabras
Y cada palabra es de 4 bits




EJERCICIO 3

Complete la siguiente tabla indicando la cantidad de lineas de direccionamiento,
cantidad de registros y tamano de registro de las memorias especificadas:

. Lineas de Cantidad de . .
Memoria . . . . Bits por Registro
Direccionamiento Registros
PROM 256 Bytes x 8 8 256 8 2X=256 => x=8
RAM 128 KB x 8 17 131.072 8
ROM 32 MB x 16 25 33.554.432 16
RAM 16 GB x 64 34 17.179.869.184 64

RAM 512 MB x 32 29 536.870.912 32




Implementacion de bloques de mayor dimension
con bloques mas pequeiios.

Aumentan las lineas

. de direccionamiento.
Si aumenta la .
Las lineas de

cantidad de s .
direccionamiento que
palabras .
se agregan se conjugan

con la linea CS




EJERCICIO 4

SRAM
256 bytes x 4

Cantidad de
registros = 28 =
256 bytes
Ancho de palabra

= 4 bits

8 lineas

D,D.D.D,

SRAM

256 Bx 4

D,D,D.D,

D;D,D;D,

e
SRAM
256Bx 4

D3D,D,D,

= Dados el siguiente bloque de memoria, indique cantidad de registros y ancho de palabra
correspondientes, y construya los arreglos de memoria a) SRAM 256 bytes x 8; b) SRAM
512 bytes x 4; c) SRAM 1 KB x 8.

D3;D,D,D,

ol

SRAM
256Bx 4
Ao - As

9 lineas S

256 Bx 4

D3D,D,D,

b)
SRAM

512B x4




EJERCICIO 4

512 bytes x 4; c) SRAM 1 KB x 8.

SRAM
256 Bx 4

SRAM
256 bytes x 4

SRAM
256 B x 4

SRAM
256 B x 4

SRAM
256 B x 4

D,D,D;D,

—_ -]

D3;D,D,D,

SRAM
256 B x 4

SRAM
256 B x4

SRAM
256 B x 4

SRAM
256 B x4

= Dados el siguiente bloque de memoria, indique cantidad de registros y ancho de palabra
correspondientes, y construya los arreglos de memoria a) SRAM 256 bytes x 8; b) SRAM

CS

OE
R/W!



A0'A7
[
8 linedAs

EJERCICIO 4

= a) Construccion de una SRAM 256 B x 8 con arreglos SRAM 256 B x 4.

D, DD, D, D, D, D, D,

D7D6D5D4 D3DZD1D0 - aGb g a G G b égb &g &> &= - G &G ‘

0
d 0
e Ay- A
’ ™ | cs ° 7 |
SRAM SRAM
256 Bx 4 256 Bx 4 OE .
R/W! 8 lineas |

D,D¢D;D,

D,D,D,D,

SRAM 256 B x 8



EJERCICIO 4

b) Construccion de una SRAM 512 B x 4 con arreglos SRAM 256 B x 4.

D3- DO

| SRAM
SRAM 256 B x 4
256 B x 4
A,- A, CS
9 lineas : 7 OE
SRAM 9 lineas R/W!

256 B x 4

SRAM
256 B x 4

SRAM 512B x4



EJERCICIO 4

D,D,D;D,

SRAM li SRAM |
256 Bx 4 256 Bx 4

D,D,D,D,

SRAM SRAM

256 B x 4 256 Bx 4
prm—— OE
10 lineas — — R/W!
SRAM SRAM

256 Bx 4 256 Bx 4

SRAM SRAM
256 Bx 4

256 B x 4

D,D,D.D, D,D,D,D,

Ao‘ A9

10 lineas

SRAM 1 KB x 8

I:)7' I:)o

.....O.......D._.d.. ...b;_b:........‘......’

SRAM
256 Bx 4

g |

.

sRam B
256 Bx 4

L

SRAM B
256 Bx 4

.

SRAM

256 Bx 4 | 256 Bx 4

0000000000 OCOGEOSGTOSGOO D;_.ﬁo....................

CS

OE
R/W!



